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四、摘要
  本發明的課題在於如何提供一種元素分析前處理用容器，其耐熱性、耐酸性皆優異，而且純度很高。有，另一課題在於如何提供一種電感耦合電漿炬，以及具備其之依照ICP法之元素分析裝置。該電感耦合電漿炬為在依照ICP法之分析裝置之中所使用的電感耦合電漿炬，其可做精密的元素分析，而且具有優異的耐久性。
   依發明之分析前處理用容器，其為在元素分析的前處理之中所使用的容器，其特徵為：該容器為藉由化學氣相成長(CVD)法所製造之陶瓷容器。依本發明之電感耦合電漿炬，其為至少具備電感線圈和噴嘴依照ICP法之元素分析裝置之中所使用的電感耦合電漿炬，其特徵為：前述噴嘴為利用CVD法所製造的陶瓷噴嘴。
五、發明之說明
【發明所屬之技術領域】
本發明為有關元素分析前處理容器、元素分析方法、電感耦合電漿炬以及元素分析裝置。

【先前技術】
  成分中含有有機化合物、聚矽氧樹脂、氧化鉍、氧化銻等之封膠化合物以及矽基板密封材等之電子材料經常被使用在各種裝置的製造上。還有，已知此等材料中所含有的雜質會影響到裝置的運作、性能，於裝置之製造步驟中，要求須降低材料之中所含的雜質。特別是半導體元件，隨著近年元件的集成度的提高，特別強烈要求能夠降低材料之中所含有的雜質。
  在此，將使用在裝置製造上的此等材料，例如藉由電感耦合電漿法(以下有時候稱之為ICP法(Induced Coupling Plasma Method))以及無焰原子吸光法等之元素分析方法來分析，以管理材料中的雜質的含量，這項工作已變得越來越重要。
  在藉由該ICP法以及無焰原子吸光法等之元素分析方法所達成之分析之情形中，在分析前，必須要將使用在裝置製造上的材料等原料的試料，先做成可分析的溶液。特別是，在分析試料中的雜質元素之情形中，一般都是要進行用以除去主成分之有機化合物或是聚矽氧樹脂的前處理。

  例如，習知中，為了從試料中除去有機化合物等之主成分，要先進行以下的前處理：將試料置於鉑製容器或是石英製容器之中，加熱至700℃以上的高溫，將試料灰化，然後，再將灰化後的試料轉而移置於氟化聚乙烯(PTFE)製容器之中，將試料溶解於硝酸溶液之中，然後才進行元素分析。
但是，在像這樣的習知的元素分析前的前處理之中，存在著以下的問題。

即，石英容器雖然耐熱性優異，但是耐酸性差劣，另一方面，PTFE製容器則是耐酸性優異，而其耐熱性差劣。因此之故，如果如上述般進行加熱處理的話，有必要使用和酸溶解處理時所使用的容器不同的容器。但是，在轉放移置容器之時，很耗費時間，而且，還會產生在轉放移置之時有冒著混入雜質的危險性的問題。特別是，在前處理含有複數之有機化合物、聚矽氧樹脂、氧化鉍、氧化銻等之成分的材料之時，變成必須要用到非常多的元素分析前處理用容器，除了混入雜質的危險性很高的問題以外，還存在著其作業也非常地煩雜的問題。
還有，為了使分析的背景值劃一，有必要將元素分析前處理用容器仔細地洗淨。因此，如習知方法般地，在前處理之中使用多個容器的情形中，會有為了洗淨容器，而必須要花費大量的勞力以及時間的問題存在。
 還有，在使用鉑製容器之情形中，存在於鉑製容器中的雜質會混入分析試料之中，由於其影響，而導致分析結果產生分散度，而產生無法確實地實行精密的元素分析的問題。
另一方面，前處理後的元素分析，特別是於藉由ICP法所達成的元素分析中，也存在有以下的問題。

亦即，依照ICP法之元素分析裝置中，如果於分析中，從電感耦合電漿炬混入了雜質於其中的話，因為其影響，結果在分析結果之中產生了分散度，結果就會有無法確實地進行精密的元素分析的問題存在。

還有，於依照ICP法之元素分析裝置中，通常，其中的電感耦合電漿炬乃是採用石英製的噴嘴(例如：請參照專利文獻1)。但是，若是噴嘴為石英製的話，由於其耐酸性差劣而有耐久性不佳的問題。特別是電感耦合電漿炬的噴嘴為石英製的話，也會有難以做矽元素的精密的分析的問題存在。
(專利文獻1) 
 C.Vandecasteele,其他1位共著，原口先生、其他3位共譯「微量元素分析的實際」，丸善股份有限公司，平成7年9月20日發行，p.126-127。
【發明內容】 
   本發明為有鑑於此般問題而完成者，其目的在於提供一種元素分析前處理用容器以及使用其之元素分析方法，該元素分析前處理用容器為耐熱性、耐酸性均優越，而且為高純度的元素分析前處理用容器。

  另外，本發明的目的在於提供一電感耦合電漿炬，以及具備其之依照ICP法之元素分析裝置，該電感耦合電漿炬為使用在依照ICP之分析裝置之電感耦合電漿炬，其可做精密的元素分析，而且耐久性優異。
   本發明為用以解決上述課題而完成者，其提供一種元素分析前處理用容器，其特徵為其為在元素分析之前處理之中所使用的容器，該容器係藉由化學氣相成長(CVD)法所製造之陶瓷容器。(申請專利範圍第1項)。
  如此般，若是將元素分析前處理用容器做成為藉由化學氣相成長(CVD)法製造之陶瓷容器的話，由於該容器為屬於純度很高的東西，所將之使用在元素分析前處理之中的話，幾乎沒有來自容器的污染，而變得可以精密地進行前處理後的元素分析。而且，由於該容器在耐熱性、耐藥品性方面均優異，所以可以不必在使用多個容器之下，只使用一個容器進行包含加熱處理、酸溶解處理等之數個步驟的前處理。因此，可以降低容器的轉放移置所帶來的雜質混入的危險性，從這個觀點來看，這也是為了進行精密的元素分析上非常有利的。更進一步，還可刪減容器的轉放移置所需要的時間，容器的洗淨所需要的時間以及勞力，也減低成本以及使作業合理化的效果。
  此時，前述陶瓷容器為AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN,Pyrolysis Boron Nitride)製的任一種容器為佳(申請專利範圍第2項)
  如此之AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)的任一種陶瓷容器，其在耐熱性和耐藥品性上特別優異，其結果就是其耐久性變得優異，而使用壽命長。

  還有，本發明係提供一種元素分析方法，其特徵為進行至少包含試料的加熱處理步驟、酸溶解步驟之前處理，之後，進行元素分析之方法，前述前處理係使用上述本發明之其中一個元素分析前處理用容器來進行(申請專利範圍第3項)。然後，在此情形中，前述試料可選擇有機化合物及/或聚矽氧樹脂(申請專利範圍第4項)。

由於本發明之元素分析前處理用容器，其耐熱性、耐酸性優異，所以不需要像習知之方法般，在加熱處理步驟和酸溶解處理步驟之中要用到不同的數個容器，如上述般，例如將分析有機化合物、聚矽氧樹脂之情形的前處理，可以僅用一個元素分析前處理用容器來進行。因此，比較起習知般，在加熱處理步驟和酸溶解步驟之中使用不同的容器進行前處理的情形，可大幅地縮短步驟時間，而且還可以減少雜質混入的危險性。因此之故，可以迅速地進行有機化合物、聚矽氧樹脂等試料的前處理，而且還可以精密地進行之後的元素分析。

而且，本發明還提供一種元素分析方法，其特徵為其為先進行至少包含試料的氫溴酸溶解處理步驟、溴化物加熱蒸發除去步驟、酸溶解處理步驟之前處理，之後，再進行元素分析之方法，其中，使用上述本發明之其中一種元素分析前處理用容器。(申請專利範圍第5項)。然後，此時，前述試料可為氧化鉍及/或氧化銻(申請專利範圍第6項)。
 由於本發明之元素分析前處理用容器，其耐熱性、耐藥品性優異，所以其使用在包含例如屬於分析氧化鉍、氧化銻等之試料之情形的前處理的氫溴酸溶解處理步驟、溴化物加熱蒸發除去步驟、酸溶解處理步驟之前處理之中，是非常合適的。亦即，可以不用在各步驟中使用數個不同的容器之下，可只使用一個容器來進行。因此，比較起使用多個不同的容器進行前處理之情形，可大幅地縮短步驟時間，而且還可減少雜質混入的危險性。因此之故，可以迅速地進行氧化鉍、氧化銻等試料的前處理，而且還可以精密地進行之後的元素分析。
   此種情形中，前述元素分析方法，可為電感耦合電漿(ICP)法或是無焰原子吸光法(申請專利範圍第7項)。
  本發明之元素分析前處理用容器特別適用於依照電感耦合電漿(ICP)法或是無焰原子吸光法之元素分析的前處理，藉由使用此進行前處理，可安定地進行高感度的元素分析。

   更進一步地，本發明提供一種電感耦合電漿炬，其特徵為其為使用在至少具備電感線圈和噴嘴之依照ICP法之元素分析裝置的電感耦合電漿炬，其中，前述噴嘴為藉著CVD法所製造的陶瓷噴嘴(申請專利範圍第8項)。
   像這樣般，噴嘴為藉由CVD法所製造的陶瓷噴嘴之電感耦合電漿炬，由於其純度很高，其來自於噴嘴的污染很少，而且，耐久性上也是非常的優越。因此若使用此具備電感耦合電漿炬之依ICP法之元素分析裝置，來進行元素分析的話，可於長期間進行精密的元素分析。
   此情形中，前述陶瓷噴嘴為以AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)製的任一種噴嘴為佳(申請專利範圍第9項)。

   像如此般，陶瓷噴嘴若是為AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)製的任一種噴嘴的話，其耐熱性、耐藥品性上特別地優異，其結果就是耐久性優越，使用壽命長。

   還有，本發明並提供一種依照ICP法之元素分析裝置，其特徵為具備上述本發明之電感耦合電漿炬(申請專利範圍第10項)。
   像這樣，具備本發明之電感耦合電漿炬之依照ICP法之元素分析裝置，其來自於電感耦合電漿炬的污染很少，是可以確實地進行精密的元素分析的裝置。

【實施方式】
   以下，針對本發明的實施形態加以說明，但本發明並不限定於此等形態。
   本發明的元素分析前處理用容器利用化學氣相成長(CVD)法所製造的陶瓷容器。

  像這樣的元素分析前處理用容器，例如，可藉由以下的圖1所示的方法來製造。

  首先，藉著CVD法，在成形的基材11，其基材的成形是為使得可以得到所希望的形狀的容器，於該基材11上使陶瓷澱積堆積陶瓷層10a。然後，在澱積反應完成後，將此等冷卻至室溫為止，從爐中取出(請參照圖1(a)。

   在此冷卻之際，耐熱性基材11和陶瓷層10a會因為其各別的熱膨脹係數的不同，於兩者之間產生間隙。利用該間隙，從耐熱性基材拔取陶瓷層10a可將之分離，藉此可以得到陶瓷容器10(請參照圖1(b)。
   像這樣地，利用化學氣相成長(CVD)法來製造元素分析前處理用容器，藉此可以得到純度很高的陶瓷容器。因此，將之使用在元素分析的前處理的話，幾乎沒有來自容器的污染，變得可以精密地進行前處理後的元素分析。而且，此容器，其耐熱性、耐藥品性皆優異，而且還非常可以耐得住急速的加熱以及冷卻，可以在不必使用好幾個容器之下，只使用一個容器進行具有加熱處理、酸溶解處理等之複數個步驟的前處理。因此，可以降低因容器的轉放移置所帶來的雜質混入的危險性，從這個觀點來看，這也是為了要進行精密的元素分析上非常有利的。再者，還可以刪減容器的轉放移置所需要的時間以及容器的洗淨所需要的時間以及勞力，也具有降低成本的效果。
   還有，舉陶瓷容器而言，例如可舉：AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)製等之容器，而且由於這些容器其耐熱性和耐藥品性乃是特別的優異，還有其耐久性也是非常優異，使用壽命長故為較佳。在這之中，以AlN製容器、PBN製容器其凡氫氟酸的耐性特別的優異。還有，在其成分之中，由於其不含有矽元素，而且純度很高，幾乎沒有來自容器的污染，所以藉由使用此等容器，可高精度地進行向來以為有困難的矽元素的微量分析。
  然後，本發明為使用以上所述的元素分析前處理用容器，來提供以下所述的元素分析方法。

   例如，在分析有機化合物及/或聚矽氧樹脂之類的試料之中所含有的雜質之情形中，本發明之元素分析方法的特徵為其為係先進行至少包含試料的加熱處理步驟、酸溶解步驟之前處理，之後，再進行元素分析之方法，其中，使用上述本發明的其中一種元素分析前處理用容器來進行前述前處理。
   如上述般，在分析有機化合物、聚矽氧樹脂之類的試料之中所含有的雜質元素之情形中，先進行包含加熱處理、酸溶解處理之前處理，做成除去掉有機化合物、聚矽氧樹脂之溶液(測定用試料)之後，進行雜質的分析。具體而言，有機化合物的情形是於硫酸分解後，再利用電爐等予以加熱除去有機化合物，之後加入硝酸等，做成溶液。還有，在聚矽氧樹脂之情形是加入氫氟酸之後予以加熱除去聚矽氧樹脂，之後再加入硝酸等將之做成溶液。
   由於本發明的元素分析前處理用容器為耐熱性、耐酸性皆優異，所以不需要像習知方法般，在加熱處理步驟和酸溶解步驟之中使用到不同的數個容器，可以只用一個元素分析前處理用容器進行前處理。因此，比較起習知之方法般地，需要在加熱處理步驟和酸溶解步驟之中使用到不同的容器進行前處理的情形，本發明可以大幅度地縮短步驟時間，而且還可以減少雜質混入的危險性。因此之故，可以迅速地進行前處理，而且還可以精密地進行之後的元素分析。
   還有，例如在分析氧化鉍及/或氧化銻之類的試料之中所含有的雜質之情形中，本發明的元素分析方法，其特徵為其為先進行至少包含試料的氫溴酸溶解處理步驟、溴化物加熱蒸發除去步驟、酸溶解步驟之前處理，之後，再進行元素分析之方法，其中，使用上述本發明的其中一種元素分析前處理用容器來進行前述前處理。

    如上述般，對於試料，進行包含氫溴酸溶解處理步驟、溴化物加熱蒸發除去步驟、酸溶解步驟之前處理，再做成除去掉氧化鉍、氧化銻之溶液(測定試料)之後，再進行雜質的分析。

   由於本發明之元素分析前處理用容器為耐熱性、耐藥品性皆優良之容器，所非常適用於像如此般的前處理。亦即，可以在各步驟之中不使用不同的數個容器之下，只使用一個容器進行該前處理。因此，比較起使用好幾個不同的容器進行前處理的情形，可以大幅度地縮短步驟時間，而且還可以減少雜質混入的危險性。因此之故，可以迅速地進行前處理，而且還可以精密地進行之後的元素分析。
   在此，於裝置等的製造步驟中的材料之中，很多情形是混合含有有機化合物、聚矽氧樹脂等之試料、氧化鉍、氧化銻等之試料。本發明的元素分析前處理用容器在混合含有需進行如前述般的不同的前處理的試料的試料的分析時，特別的有效。亦即要分析裝置等之材料所含有的雜質元素時，只需要用到一個元素分析前處理用容器來進行做成除去掉有機化合物、聚矽氧樹脂以及氧化鉍、氧化銻等之溶液(測定溶液)之前處理，所以可以減低雜質混入的危險性，而且還可以大幅度地使作業更加地有效率化。
   還有，對於依照電感耦合電漿(ICP)法或是無焰原子吸光法之元素分析的前處理而言，具有耐熱性、耐藥品性，而且為高純度的本發明的元素分析前處理用容器乃是特別地適用於其上，藉由使用其來進行前處理，可安定地進行高感度的元素分析。

   而且，本發明還提供一種電感耦合電漿炬，其特徵為其為至少具備電感線圈及噴嘴之依照ICP法之元素分析裝置之中所使用的電感耦合電漿炬，其中，前述噴為藉由CVD法所製造的陶瓷噴嘴。

   參照圖2，說明像這樣之本發明的電感耦合電漿炬的一例。

   該電感耦合電漿炬20係構成為在藉由CVD法所製造的多管構造的陶瓷噴嘴22之上繞捲電感線圈21之構造。然後，該陶瓷噴嘴22具備：電漿氣體導入口25、輔助氣體導入口24、測定試料導入口23。
   在此舉使用依照電感耦合電漿質量分析法(ICP-MS)之裝置之情形為例，說明該電感耦合電漿炬。使電感線圈21流經電流的話，便產生感應電場。在此，從電漿氣體導入口25導入氬氣等之電漿氣體的話，該原子將電離成為電漿狀態。在此電漿中，從測定試料導入口23，導入霧狀的測定試料並藉著載送氣體被導入電漿中心部的話，測定用試料的霧氣會因為熱能量而被激勵並被離子化，之後，藉由未圖示的系統，於真空中收歛離子，然後藉著質量分離進行測定用試料的定量。

像如此般，噴嘴為藉由CVD法所製造的陶瓷噴嘴之電感耦合電漿炬，由於其純度很高，故來自於噴嘴的污染很少，還有，由於其耐熱性及耐酸性很優異，所以其耐久性也相當優異。因此，使用具備此電感耦合電漿炬之依照ICP法之元素分析裝置，來進行元素分析的話，可於長時間之內進行精密的元素分析。
   特別是，若是陶瓷噴嘴為AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)製的任何一種噴嘴的話，其耐熱性和耐藥品性上特別的優異，其結果耐久性上也成為相當優異者，在這之中，AlN製噴嘴以及PBN製噴嘴可高精度地進行當使用習知所用之石英噴嘴之時分析上有困難的矽元素的分析。
像如此般，具備上述本發明之電感耦合電漿炬之依照ICP法之元素分析裝置，其來自於電感耦合電漿炬的污染很少，可確實地而且長期間安定地進行精密的元素分析。
    還有，舉使用在依照ICP法之元素分析裝置上的電感耦合電漿炬的噴嘴而言，可藉著使用φ20mm之PBN製噴嘴，可以測定含有以矽元素為雜質之水溶液，至1ppb為止的精度。

   可知比較起於習知之石英製噴嘴中，其在矽元素的分析上有困難度，而本發明卻在這一方面極為有用。

(實施例)

   以下，舉實施例具體地說明本發明。

(實施例1)

針對封膠化合物進行元素分析。

在元素分析之前，進行以下的前處理。

首先，取試料之封膠化合物1g採取至容積20ml的PBN製容器之中，於電熱器上藉由0.5ml的硫酸予以分解。接著，以電爐將之加熱700℃為止使之灰化。接著，加入氫氟酸和氫溴酸將灰化物溶解。接著在電熱器上加熱此溶解液，使殘渣的矽和銻的氧化物揮發散去而除去。接著，在此容器之中再加入少量的硝酸溶解殘渣並予以回收，將其定容為2ml，做為測定用試料。

在以上的前處理之後，進行元素分析。

其結果，所得到的值比較起於前處理時使用石英製容器和PTFE製容器時之值,Th變成為74%，U變成為91%，確認了其標準偏差，不管是任一種都在數%以下，分散程度很小。
還有此次的前處理所需要的時間，大約需要2小時左右，而在使用習知的石英容器和PTFE製容器之情形中，則需要4小時左右，與之相比較的話，可知本發明可大幅度地縮短前處理的時間。

(實施例2)

  針對烷基胺基矽烷進行元素分析。

  在元素分析之前，先進行以下的前處理。

  首先，取試料之烷基胺基矽烷2.0g採取至容積為20ml的BPN製容器之中，利用電熱器予以緩緩地加熱，使試料揮發散去。接著，分別加入1.5ml的硝酸和氫氟酸將殘存的矽化合物除去，並使容器內的殘留物乾燥固化。乾燥固化之後，將容器從導熱器取下，分數次加入0.05ml的硝酸和0.95ml的水，使之溶解。接著，以內標準法加入含有10ppm的鍶之稀硝酸0.020ml並予以混合之後，回收容器內的溶液，以厚度0.45μm的膜過濾器予以過濾，做成測定用試料。
   在以上的前處理之後，進行元素分析。

   分析的結果，確認了標準添加的14種元素(Al、Ca、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Zn、Pb、Na、K、Li、Co)的回收率為90~109%，還有其標準偏差，不論是任何一種皆在數%以下，分散度很小。
   還有，此前處理，由於石英製容器而言其耐氫氟酸的耐性很差，而且就PTFE製容器而言，其耐熱性很差的緣故，無法使用石英製容器以及PTFE製容器來進行前處理。還有，鉑製容器，則惟恐有金屬污染的虞慮，在進行高精度的元素分析上並不妥當。
(實施例3)

   在此使用含胺基之矽烷化合物進行元素分析。

   在元素分析之前，進行以下的前處理。

   取試料之含胺基之矽烷化合物的水溶液5.0g，採取於容積為20ml的PBN容器之中，添加氫氟酸，利用電熱器緩緩地予以加熱，揮發散去過剩氫氟酸和主成分的水。接著，加強加熱的熱度使已成為氟化物之鹽的含胺基之矽烷揮發散去。在此處理之中矽烷化合物產生白煙，由PBN容器中消失。
   將容器冷卻至室溫，加入總量為1ml的含少量的硝酸以及水的溶液。

   將此溶液回收，以厚度0.45μm的膜過濾器過濾，做為測定用試料。

   在以上的前處理之後，進行元素分析。

   分析的結果是：確認了標準添加的14種元素(Al、Ca、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Zn、Pb、Na、K、Li、Co)之中，Cu、Pb、Co、Cr的回收率為30%以下，Ni為50%以下，其他的元素為60~80%，其標準偏差值，不管是任一種都是在數%以下，其分散度很小。
   還有，該前處理的進行，由於石英製容器而言其耐氫氟酸的耐性很差，而且就PTFE製容器而言，其耐熱性很差的緣故，無法使用石英製容器以及PTFE製容器來進行前處理。還有，鉑製容器，則惟恐有金屬污染的虞慮，在進行高精度的元素分析上並不妥當。

(實施例4)

  在此使用氧化鉍以及氧化銻進行元素分析。

  在元素分析之前，先進行以下的前處理。

  首先，取試料之氧化鉍以及氧化銻的粉末1~1.5g，將之使用7ml的氫溴酸於容積為20ml的PBN製容器內予以溶解。接著，將其溶解液濃縮至數ml以下，定量成2ml左右，然後承載於電熱器上。然後，將石英容器倒置，蓋在PBN製容器之上之後，加熱電熱器由石英製容器的內壁回收主成分的溴化物。接著，在PBN容器之中，加入少量的硝酸，將之煮沸，回收殘存於PBN容器的元素。
   在以上的前處理之後，進行元素分析。

   其結果，確認了在試料溶解時，添加於氧化鉍之中的10~300ppm的Al、Ca、Mg、Si、Fe的平均回收率為95~104%，添加於氧化銻之中的0.3~10ppb的Th、U的平均回收率分別為70%以及90%，還有其標準偏差值，不論是任何一種皆在數%以下，其分散度很小。

   還有，於前處理中所需要的時間為1小時左右，而比較起在使用習知的石英製容器和PTFE製容器之情形中，其需要用到4小時左右的時間，可知其可大幅度地縮短前處理的時間。

   還有，本發明並非僅限定於上述實施形態。上述實施形態乃為例示，凡是和本發明的申請專利範圍所記載的技術思想具有實質上同一個構成，也可以達成同樣的效果的話，不管是任何一種都包含於本發明的技術上的範圍之內。
   例如，在上述實施例之中，舉元素分析前處理用容器，是以使用PBN製容器之情形為例來說明，但本發明並不限定於此，例如只要是AlN製、SiC製、SiN製等之藉由CVD法所製造的陶瓷容器亦可。

   如以上說明般，若根據本發明，若是藉著使用藉由CVD法所製造的陶瓷容器做為元素分析前處理用容器，則可彌補石英製容器的耐酸性以及PTFE製容器的耐熱性的缺點，可以只使用一個容器進行以種種的無機以及有機系或是此等的混合後的組成物之元素分析為目的的前處理。其結果，可謀求解決試料的前處理所帶來的步驟的煩雜性，並圖謀時間的縮短。還有，還可提高測定的精度。

   還有，舉在依照ICP法之元素分析裝置之中所使用的電感耦合電漿炬的噴嘴而言，藉著使用藉由CVD法所製造的陶瓷噴嘴，可安定而長期間地進行精密的元素分析。  
【圖式簡單說明】
圖1為顯示元素分析前處理用容器之製造方法之一例的概略圖。

圖2為顯示本發明之電感耦合電漿炬之一例的概略圖。

(元件符號說明)
10  陶瓷層
10a 陶瓷容器

11  耐熱性基材

20  電感耦合電漿炬

21  電感線圈

22  陶瓷噴嘴

23  測定試料導入口

24  輔助氣體導入口

25  電漿氣體導入口
圖1中日文說明的翻譯：冷却：冷卻。
六、申請專利範圍：
1.一元素分析前處理用容器，其特徵為：該容器係為藉由化學氣相成長(CVD)所製造的陶瓷容器。
2.如申請專利範圍第1項之元素分析前處理用容器，其中，前述陶瓷容器係為AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)製的任一種容器。
3.一種元素分析方法，其特徵為其為先進行至少包含試料的加熱步驟、酸溶解步驟之前處理，之後，再進行元素分析之方法，其中，使用申請專利範圍第1項或第2項之元素分析前處理用容器來進行前述前處理。

4.如申請專利範圍第3項之元素分析方法，其中，前述試料係為有機化合物及/或聚矽氧樹脂。

5.一種元素分析方法，其特徵為其為先進行至少包含試料的氫溴酸溶解處理步驟、溴化物加熱蒸發除去步驟、酸溶解處理步驟之前處理，之後，再進行元素分析之方法，其中，使用申請專利範圍第1項或第2項之元素分析前處理用容器來進行前述前處理。
6.如申請專利範圍第5項之元素分析方法，其中，前述試料為氧化鉍及/或氧化銻。
7.如申請專利範圍第3至6項中任一項之元素分析方法，其中，前述元素分析方法為電感耦合電漿(ICP)法或是無焰原子吸光法。

8.一種電感耦合電漿炬，其特徵為其為至少具備電感線圈和噴嘴之依照ICP法之元素分析裝置之中所使用的電感耦合電漿炬，前述噴嘴為藉由CVD法所製造的陶瓷噴嘴。

9.如申請專利範圍第8項之電感耦合電漿炬，前述陶瓷噴嘴係為AlN製、SiC製、SiN製、熱分解氮化硼(PBN)製之任一種噴嘴。

10.一種依照ICP法之元素分析裝置，其特徵為具備如申請專利範圍第8項或第9項之電感耦合電漿炬。
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